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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Методи за характеризиране на наноматериали и структури
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: ФИЗИКА 

СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: МАГИСТЪР програма Нанооптоелектроника и информационни технологии

Кредити ECTS: 5
КАТЕДРА: Физика на полупроводниците
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	І
	2
	30

	Семинарни упражнения
	
	
	

	Практически упражнения
	І
	2
	30

	Общо часа:
	І
	4
	60

	Форма на контрол:
	І
	
	Изпит


А. АНОТАЦИЯ

В курса се разглеждат три групи методи за характеризиране на наноматериали и структури: електрофизични, оптични и структурни. В уводната част се третира обратната задача в експеримента, както и някои елементи на измерителната техника и методика. В практическите занятия се правят моделни експерименти по определяне на някои от основните параметри на наноматериалите и структури с тяхно участие.
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции ( или упражнения)
	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	
	ЛЕКЦИИ
	30

	1.
	Увод. Обратната задача в експеримента. Експериментални и измерителни методи.
	3

	2.
	Контактни методи за измерване на надлъжна електропроводност в тънки и двумерни слоеве. Размерни ефекти по дължината на свободния пробег и дебаевската дължина.
	3

	3.
	Методи за определяне на напречната електропроводност в структури с двумерни проводящи и бариерни области.
	3

	4.
	Галваномагнитни методи за характеризиране на тънки квазидвумерни и двумерни слоеве. Размерни ефекти. Влияние на нееднородностите в правата и обратната задача.
	3

	5.
	Методи за измерване на надлъжна статична и диференциална проводимост при напречно електрично поле. Определяне на повърхнинен заряд.
	3

	6.
	Характеризиране на наноразмерни материали и структури чрез спектрите на оптично поглъщане.
	3

	7. 
	Характеризиране на наноразмерни материали и структури чрез спектрите на излъчване на светлина.
	3

	8. 
	Характеризиране на наноразмерни материали и структури чрез спектрите на фотопроводимост.
	3

	9. 
	Рентгенови методи за характеризиране на наноразмерни материали и структури.
	3

	10.
	Електронно и йоннолъчеви методи за характеризиране на наноразмерни материали и структури.
	3

	
	
	

	
	ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ
	30

	1.
	Надлъжна електропроводност в плосък образец - теорема на ван дер Пау. Моделиране на многослоен образец в електрично и магнитно поле.
	5

	2.
	Моделиране на надлъжна и напречна проводимост в двумерни слоеве и структури.
	5

	3.
	Измерване на надлъжна статична и диференциална проводимост при напречно електрично поле. Моделиране на повърхнинен заряд.
	5

	4.
	Определяне на електронната концентрация в тънки и двумерни слоеве от спектрите на луминесценция. Моделиране на спектри
	5

	5.
	Характеризиране на наноматериали чрез спектър и кинетика на фотопроводимост.
	5

	6.
	Сканираща електронна микроскопия – формиране на образ и изследване на топография.
	5

	
	
	

	
	Общо:
	60


В. Формата на контрол е: ИЗПИТ. Практическите занятия са задължителни. Оценката се формира от реферат и събеседване.
Г. Основна литература: 

1. Е. В. Кучис, Гальвано-магнитные эффекты и методы их исследования, Москва, Радио и связь, 1990.

2. C. Weisbuch, B. Vinter. Quantum Semiconductor Structures – Fundamentals and applications, Academic Press Inc., Boston, 1991

3. Лекционни записки.

Д. Допълнителна литература:
1. P. Harrison, “Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures”, 2-nd Ed., ISBN: 0-470-01079-7, 2005.

2. J. W. Oh et al, Micro-photoluminescence characterization of local electronic states in a(110)GaAs quantum well fabricated by cleaved-edge overwrowth, JAP, 96, 6370, 2004.
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